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１．概要（Summary） 

SiC 単結晶はパワーデバイス用半導体材料として注目

を集めている。近年、ウエハ表面の凹凸がデバイス性能

に悪影響を及ぼすとの報告や加工で導入された潜傷が

上に積んだエピ膜に伝搬しデバイスキラーである基底面

転位や積層欠陥、三角欠陥等を形成するとの報告がなさ

れている。その為、表面が原子レベルで平坦かつ潜傷の

ない加工を実現する必要がある。しかし、ダイヤの次に難

く脆いためその加工は困難であり、新たな化学機械研磨

剤を含めた加工技術の開発を要する。この加工技術開発

にあたって SiC 表面の原子レベルの表面形状を正確に

評価する技術が必要となってきた。表面形状は AFM を

用いて算術平均表面粗さ Ra を測るほかに、デバイスとし

て使用する 4 °オフウエハの表面構造を正確に評価する

ことが難しいので代わりに just ウエハ（オフ角 0 °）を用い

て観察されたステップ-テラス構造で判断することが一般

的である。しかし、化学作用を利用した化学機械研磨に

おいてテラスとは異なる化学的活性を有するステップの密

度が低い just ウエハ（～103本/ mm）と密度の高い(～
3x105本/ mm) 4 °オフウエハの微細構造が一致する保

証はない。そのため、4 °オフウエハのステップテラス構造

を直接観察する手法を確立することを目的に本利用に申

請をした。 
２．実験（Experimental） 

開発した化学機械研磨剤で研磨した市販 4 °オフ

4H-SiC ウエハの Si 面をプローブ顕微鏡に載るサイズに

切断後、有機溶媒、SC1 (アンモニア水＋過酸化水素水)、
HF、純水の順に洗浄して切断等のプロセスで付着したパ

ーティクルを除去した後に、表面酸化膜を除去した。本試

料を走査型プローブ顕微鏡（走査型トンネル顕微鏡

（STM））に載せ表面形状を観察した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
STM で観察されたのは、Figure に示す様に約 6 nm

の周期的なステップ―テラス構造である。しかし、ステップ

高さが～0.15 nm となっており、テラス幅 6 nm の時の結

晶学的ステップ高さ 2 - bilayer（0.5 nm）に対応しない。

STM 測定であるため、ステップ端とテラス面への吸着物

の差異を観察している可能性もある。透過型電子顕微鏡

によるステップテラス構造の断面観察との整合性の確認が

課題である。 
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Figure STM image of 4 °off - axis 4H-SiC(0001) 
after chemical mechanical polish 
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